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I-Principe des micro -capteurs

Excitation Electrique ou Optique
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|I- Réalisations

Rubans Thermosensibles : 20 x 200 pm 2-5x50 um2—2 x 20 um?2
Double-Ruban

Mono-Ruban

Capteurs pour mesure de Conductivité Thermique Norma

Triple-Ruban
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. Réalisations

Mesure de Conductivité Transverse
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l1l. Résultats
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IIl. Résultats sio,

Température normalisee

1.2 um SiO, / Si (100)
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I I I . RéS u ItatS . Nano-composites

Plasma-Deposited Dielectrics as Effective Thermal V

SiO, Single -cristal ~ 1.5 W/m.K

ias ol M

Film thickness 100nm — 10pum - Grain Size 1nm -
100 nm - Columnar Structure - Mean Free Path
Limitation

*Aluminum Nitride AIN
Single-cristal ~ 300 W/m.K Poly-cristal ~[1- 200] W/m.K

eBoron Nitride BN *CNT[1000- 2300] W.m-1.K-1
Single -cristal~400 W/mK - Nanocomposites AIN/CNT
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lllI-Résultats carbon Nanowalls

microwave plasma chemical vapour deposition

Titanium line (thermal sensor)
¥
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